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Наименование 

 

AP09058014 «Физические особенности формирования 

кремниевых детекторов ядерного излучения больших размеров»     

Актуальность 

 

Актуальность и новизна: глубокое теоретическое исследование 

физических процессов, происходящих в детекторах ядерного 

излучения больших размеров при двухсторонней диффузии и 

дрейфе является огромным вкладом в создание теоретической 

базы физических особенностей формирования Si (Li) p-i-n 

Ноу-хау: новый способ получения кремниевых детекторов 

ядерного излучения путем двухстороннего дрейфа и диффузии 

уменьшает время получения детекторов в 4 раза по сравнению 

с традиционным методом. 

Цель Целью проекта является изучение физических процессов при 

изготовлении высокоэффективных детекторов ядерных 

излучений, основанных на объемных монокристаллах кремния 

большого диаметра, а также исследование и оптимизация 

физических процессов диффузии и дрейфа атомов лития в 

полупроводниковых объемных кристаллах путем воздействия 

на них температурным и электрическим полем.  

Задачи Изучение особенностей физических свойств кремниевых 

пластин больших диаметров и большой толщины. 

Исследование физических особенностей двусторонней 

диффузии лития в монокристалл кремния больших размеров. 

Исследование физических процессов, проходящих в кремний-

литиевых структурах больших размеров, полученных методом 

двустороннего дрейфа ионов лития. 

Исследование влияния неоднородностей на свойства кремний – 

литийевых p-i-n структур больших размеров. 

Исследование воздействия импульсного электрического поля на 

формирование кремний – литиевых детекторных p-i-n структур 

больших размеров 

Определение физических условий и режимов работы 

компенсации монокристаллического кремния больших объемов. 

Изучение распределения ионов лития и точности компенсации 

кремний – литиевых p-i-n структур больших размеров. 

Исследование влияния границы раздела на электрофизические 

характеристики детекторных структур больших размеров. 

Исследование электрофизических и спектрометрических 

характеристик детекторных структур. 

Ожидаемые и 

достигнутые 

результаты  

 

Изучены особенности физических свойств кремниевых пластин 

больших диаметров и большой толщины. Исследованы свойства 

исходного материала. 

Oпределен оптимальный режим диффузии лития для получения 

детекторов большого диаметра (≥ 100 мм) с шириной 

чувствительного слоя более 4 мм; получены математические 

модели профилей распределения электрического поля при 

двустороннем дрейфе с учетом влияния встречного 

электрического поля. Получена математическая модель 

траектории частицы под действием потенциальных полей 

неоднородностей кристаллической решетки; установлено, что 



импульсное электрическое поле ускоряет процесс дрейфа и 

снижает степень неоднородности распределения ионов лития по 

всему объему кристалла кремния; определены режимы 

температурной и дрейфовой компенсации кремния при 

изготовлении детекторов; получена модель плотности потока 

ионов лития в кристалле кремния с двусторонним дрейфом; 

показан метод получения оптимальной ширины мертвого слоя 

детектора, благодаря чему детекторы имеют очень высокий 

уровень токовой чувствительности. Получена эквивалентная 

схема детектора ядерного излучения, исследованы ее 

электрические свойства и проведено моделирование 

воздействия альфа-частиц на построенную эквивалентную 

схему детектора.структур. 
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